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Verfahren zur Herstellung eines S13N4 beschichteten Si0 2 - 

Formkorpers 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Si3N 4 
5 beschichteten Si0 2 -Formk6rpers . 

Poroses offenporige, amorphe Si0 2 -Formkorper werden auf vielen 
technischen Gebieten benutzt. Als Beispiele seien Filtermateri- 
alien, Warmedammmaterialien Oder Hitzeschilder genannt. Ferner 
10 werden por5se, offenporige, amorphe Si0 2 -Formk6rper in recht- 
eckiger Form zum Kristallisieren von Silicium bei der Herstel- 
lung von polykristallinen Solarsiliciumblocken verwendet. Diese 
rechteckigen Tiegel werden im Folgenden als Solartiegel be- 
zeichnet . 

15 

Wird flussiges Silicium durch langsames Abkuhlen in den Solar- 
tiegeln kristallisiert , schrumpft es starker als der Solartie- 
gel aus Si0 2 . Da sich das Silicium sehr fest mit der Tiegelin- 
nenseite verbindet, kommt es zu Rissen im polykristallinen Si- 
20 liciumblock. Da dies unter alien Umstanden vermieden werden 
muss, werden alle Solartiegel innenseitig mit einer Si 3 N 4 - 
Schicht versehen, die ein Anhaften des Siliciums am Tiegel ver- 
hindert . 

25 Die porosen, of f enporigen, amorphen Solartiegel werden im All- 
gemeinen uber ein keramisches Schlickergussverf ahren herge- 
stellt. Dabei werden Si0 2 -Partikel in Wasser dispergiert, z. B. 
mittels eines Druckgussverf ahrens geformt, anschlieiiend ge- 
trocknet und mittels einer Warmebehandlung (Sinterung) verfes- 

30 tigt (angesintert) . In einem zweiten Schritt wird die Si3N 4 - 

Schicht innenseitig aufgebracht- Stand der Technik ist hier die 
Verwendung von Si3N 4 -Pulver, das uber ein Plasmaverf ahren (sog. 
Plasmaspritzen) auf die Tiegeloberf lache aufgetragen wird und 
dort die Si 3 N 4 -Schicht bildet. 

35 

Um einen moglichst hohen Wirkungsgrad des Solarsiliciums zu er- 
reichen, ist es aufierst wichtig, das hochreine Silicium wahrend 
der Kristallisation nicht mit Metallen zu verunreinigen. Daher 
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muss sowohl der Solartiegel, als auch die Si3N 4 -Schicht mog- 
lichst rein hergestellt werden . 

Bei den aus dem Stand der Technik bekannten Methoden zum Sin- 
5 tern der porosen, of f enporigen , amorphen Solartiegel, wie z. B. 
Ofensintern, Zonensintern, Siatern im Lichtbogen, Kontaktsin- 
tern, Sintern mit heifien Gasen oder mittels Plasma werden die 
zu sinternden Solartiegel durch Ubertragung von thermischer 
Energie bzw. Warmestrahlung erhitzt. Sollen die auf diesem Weg 
10 herzustellenden Solartiegel eine extrem hohe Reinheit bezuglich 
jeglicher Art von Fremdatomen aufweisen, so ftihrt der Einsatz 
von heilien Gasen oder heilien Kontaktf lachen zu einer uner- 
wunschten Kontamination mit Fremdatomen. 

15 Beim Aufbringen der Si3N 4 -Schicht mittels Plasmaverf ahrens kommt 
es ebenfalls zu einer Ubertrag-ung von thermischer Energie mit- 
tels Warmestrahlung. Auch dabei fiihrt der Einsatz von heiJJen 
Gasen zu einer unerwunschten Kontamination mit Fremdatomen. 

20 Ferner sind aus dem Stand der Technik aufwendige zweistufige 

Verfahren zur Herstellung von mit Si 3 N 4 beschichteten Solartie- 
geln bekannt. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur 
25 Herstellung Si3N 4 beschichteter: Si0 2 -Formk6rper bereit zu stel- 
len, bei dem die Gefahr einer Kontamination sowohl der Si3N 4 - 
Schicht als auch des Si02-Form3c6rpers vermindert ist. 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren, bei dem auf die 
30 Oberflache eines amorphen offenporigen Si02-Grunkorpers ein 
Prakursor, der zur Bildung einer Si 3 N 4 -Sinterschicht geeignet 
ist, aufgebracht wird und ansohliefiend diese Oberflache des 
Si0 2 -Grunk6rpers durch ein kon*taktloses Erwarmen mittels eines 
Laserstrahls derart erhitzt wird, dass im Laserstrahl in situ 
35 eine Umwandlung des Prakursors in eine Si3N 4 -Sinterschicht er- 
folgt . 
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Prinzipiell sind alle Laser verwendbar, bevorzugt ist jedoch 
ein Laser mit einem Strahl einer Wellenlange von 10,6 pm. Als 
Laser eignen sich insbesondere alle kommerziell erhaltlichen 
CC>2-Laser . 

5 

Unter einem Si0 2 -Grunk6rper ist ein aus amorphen Si0 2 -Partikeln 
(Kieselglas) durch Formgebungsschritte hergestellter poroser 
amorpher offenporiger Formkorper zu verstehen. Vorzugsweise ist 
der Griinkorper noch nicht einer Verfestigung mittels Terapera- 
10 turbehandlung unterworf en worden. 

Si0 2 -Grunkorper sind aus dem Stand der Technik bekannt. Ihre 
Herstellung ist z. B. in den Patenten EP 705797, EP 318100, EP 
653381, DE-OS 2218766, GB-B-2329893, JP 5294610, US-A-4, 929, 579 
15 beschrieben. Besonders geeignet sind Si0 2 -Grunkorper , deren 
Herstellung in DE-A1-19943103 beschrieben ist. 

Als Prakursoren zur Bildung der Si3N 4 -Schicht konnen alle Mate- 
rialien verwendet werden, die nach Erhitzen eine Si3N 4 - 

20 Sinterschicht ausbiJLden konnen. Solche Materialien sind bei- 
spielsweise Si3N 4 -Pulver , Siliciumpulver, Siliciumoxid- 
Kohlenstof f-Gemische oder Polysilazane . Sofern es sich beim er- 
f indungsgemaiien Formkorper urn einen Solartiegel handelt, ist 
ein einseitiger Auftrag des Prakursors auf die innenseitige 0- 

25 berflache des Si02-Grunk6rpers bevorzugt. 

Als Prakursor bevorzugt ist ein Si3N 4 -Pulver . Es wird auf die 
Oberflache des Griinkorpers aufgetragen, ggf- getrocknet und 
bildet durch die adsorbierte Energie des Laserstrahls eine 
30 Si 3 N 4 -Sinterschicht . 

Als Si3N 4 -Pulver konnen alle handelsublichen Pulver (z.B. der 
Firma H.C. Stark) verwendet werden. Vorzugsweise werden beson- 
ders feinkdrnige Si3N 4 -Pulver mit einer Kornung zwischen lOOnm 
35 und 100pm, besonders bevorzugt zwischen lOOnm und 50pm, und 
ganz besonders bevoirzugt zwischen lOOnm und 10pm, verwendet. 
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Das Si 3 N 4 -Pulver kann nach alien dem Fachmann bekannten Methoden 
auf die Oberflache des Si0 2 -Grunk6rpers aufgetragen werden. Be- 
vorzugt ist ein Bespruhen der Oberflache mit einer Si 3 N 4 -Pulver- 
Dispersion. Als Dispergiermittel sind prinzipiell alle Losemit- 
5 tel geeignet, bevorzugt sind Alkohole, Aceton und Wasser, be- 
sonders bevorzugt ist Wasser. Ferner konnen zur besseren Dis- 
persion des Si 3 N 4 -Pulvers auch alle dem Fachmann bekannten Zu- 
satze verwendet werden, wie z. B. Dispergiermittel und Verfliis- 
siger . 

10 

Wird das S± 3 N 4 -Pulver als Dispersion aufgetragen, erfolgt nach 
dem Auftrag vorzugsweise eine Trocknung der Schicht. Das Trock- 
nen erfolgt dabei mittels dem Fachmann bekannter Methoden wie 
z.B. Vakuumtrocknung, Trocknung mittels heiEer Gase wie z.B. 
15 Stickstoff oder Luft oder Kontakt trocknung . Auch eine Kombina- 
tion der einzelnen Trocknungsmethoden ist moglich. Bevorzugt 
ist eine Trocknung mittels heiSer Gase. 

Die so erhaltene Si 3 N 4 -Pulverschicht hat im Allgemeinen eine 
20 Schichtdicke von 1 bis 1000pm, bevorzugt eine Schichtdicke von 
1 bis 500 pm und besonders bevorzugt von 1 bis lOOpm. Fig. 1 
zeigt eine entsprechend beschichtete Oberflache. 

Urn die Si 3 N 4 -Sinterschicht auszubilden und vorzugsweise gleich- 
25 zeitig den Grunkorper durch eine Ansinterung zu verfestigen, 
wird der Girunkorper nach dem Auftrag des Prakursors von einem 
Laserstrahl mit einem Brennf leckdurchmesser von vorzugsweise 
mindestens 2 cm bestrahlt. 

30 Die Bestratilung erfolgt vorzugsweise mit einer Strahlungs- 

leistungsdichte von 50W bis 500W pro Quadratzentimeter, beson- 
ders bevorzugt von 100 bis 200 und ganz besonders bevorzugt von 
130 bis 180 W/cm 2 . Die Leistung pro cm 2 muss zumindest so groB 
sein, dass eine Si 3 N 4 -Sinterschichtbildung erfolgt. 



Die Si 3 N 4 -Sinterschichtbildung erfolgt bevorzugt bei einer Tem- 
peratur zwdLschen 1000°C und 1600°C, besonders bevorzugt zwi- 
schen 1000°C und 1200°C. 
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Die Bestrahlung erfolgt vorzugsweise gleichmafiig und kontinu- 
ierlich. 

5 Das gleichmaBige, kontinuierliche Bestrahlen des vorbehandelten 
Si0 2 -Grtink6rpers lasst sich prinzipiell durch eine bewegliche 
Laseroptik und/oder einer entsprechenden Bewegung des Tiegels 
im Strahl des Lasers durchftihren. 

10 Die Bewegung des Laserstrahls lasst sich mit alien dem Fachmann 
bekannten Methoden durchftihren, z. B. mittels eines Strahlfiih- 
rungssystems , das eine Bewegung des Laserf okus in alle Richtun- 
gen ermoglicht. Die Bewegung des Grtinkorpers im Laserstrahl 
lasst sich ebenfalls mit alien dem Fachmann bekannten Methoden 

15 durchftihren, z. B. mittels eines Roboters . Ferner ist eine Kom- 
bination beider Bewegungen moglich. 

Bei grolleren Formkorpern, z.B. Solartiegeln, ist ein Abrastern, 
d.h. ein kontinuierliches, f lachendeckendes Verfahren der Probe 
20 unter dem Laserbrennf leek, bevorzugt. 

Die Bildung cier Si 3 N 4 -Sinterschicht wird an jedem Ort tiber den 
Eintrag an Laserleistung gesteuert. 

25 Bevorzugt ist eine moglichst gleichmaiiige Bildung der Si 3 N 4 - 
Sinterschicht . Durch die Geometrie des Si02~Grtink6rpers be- 
dingt, kann es sein, dass der Strahl des Lasers wahrend der Be- 
strahlung des Grtinkorpers nicht immer unter einem konstanten 
Winkel auf die Grunkorperoberf lache trifft. Da die Absorption 

30 der Laserstr ahlung winkelabhangig ist, ergibt sich dadurch eine 
ungleichmafiig dicke Si 3 N 4 -Sinterschicht . Eine gleichmaiiige 
Si 3 N 4 -Sinterschicht wird dadurch erhalten, dass mit einer ent- 
sprechenden Brennf lecktemperaturmessung zu jeder Zeit die Tem- 
peratur im Brennf leek des Lasers gemessen werden kann. Dabei 

35 wird ein Teil der ref lektierenden Warmestrahlung tiber ein spe- 
zielles Spiegelsystem auf ein Pyrometer tibertragen, welches zur 
Temper aturme s sung dient . 
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Durch Einb inching dieser Temperaturmessung in das Gesamtsystem 
Laser und bewegter Griinkorper konnen dartiber hinaus eine oder 
mehrere der ProzessgroBen Laserleistung, Verfahrweg, Verfahrge- 
schwindigkeit und Laserfokus wahrend der Laserbestrahlung des 
5 Grunkorpers so angepasst werden, dass eine gleichmafiige Si 3 N 4 - 
Sinterschicht erzielt werden kann (Fig. 2 und 3) . 

Ferner ist bei dem erf indungsgemaBen Verfahren wichtig, dass 
die Si02-Gxtinkorper eine porose Struktur aufweisen und somit 
10 Prakursoren leicht in den oberf lachennahen Bereich des Grunkor- 
pers infiltriert werden konnen. Dies ermoglicht die Ausbildung 
eines Sili zium-Oxi-Nitrid-Interf aces zwischen Si0 2 -Scherben und 
Si3N 4 -Sinterschicht . 

15 Vorzugsweise kann die Si3N 4 ~Sinterschichtbildung wahrend des ge- 
samten Prozesses unter reduziertem Druck bzw. Vakuum durchge- 
ftihrt werden. 

Wird unter reduziertem Druck gearbeitet, liegt der Druck dabei 
20 unterhalb des Normaldrucks von 1013,25 mbar, besonders bevor- 
zugt zwischen 0,01 und 100 mbar, ganz besonders bevorzugt zwi- 
schen 0,01 und 1 mbar. In einer besonderen Ausf iihrungsf orm kann 
auch unter Vakuum (< 10~ 3 mbar) gearbeitet werden, urn absolut 
blasenfreie Schichten zu erzeugen. 

25 

Durch die punktuelle Verweildauer des Brennflecks lasst sich 
iiber die S i3N 4 -Sinterschicht hinaus auch die Verfestigung des 
GriinkSrpers bis hin zur vollstandigen Verglasung steuern. 

30 Dies geschieht durch Warmeleitung von der heiiien Korperoberf la- 
che in den Formkorper hinein bei Temperaturen oberhalb von 
1000°C. 

Aufgrund der sehr geringen Warmeleitf ahigkeit des Kieselglases 
35 kann mit dem erf indungsgemafien Verfahren eine sehr scharfe und 
definierte Grenzflache zwischen verfestigten und unverf estigten 
Bereichen im Si02~Formk6rper erzeugt werden. Dies fuhrt zu SiC>2~ 
Formkorpern mit einem definierten Sintergradienten . 
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Dariiber hinaus wird durch den extremen Temperaturverlauf im 
Si02-Grunk6rper w&hrend des Prozesses eine Kristallisation des 
Kieselglases unterdriickt • 

5 

Da sich bei einer innenseitigen Verfestigung eines Griinkorpers 
in Tiegelform kein Schrumpf der Tiegelaufienseite einstellt, 
konnen auf diese Weise einfach endkonturnahe Tiegel hergestellt 
werden. 

10 

Bei dem innenseit±g mit einer Si 3 N 4 -Sinterschicht versehenen an- 
gesinterten offenporigen Si02-Formk6rper handelt es sich vor- 
zugsweise urn einen Tiegel fur die Kristallisation von Solarsi- 
licium. 

15 

Fig. 1 zeigt eine REM- Auf nahme eines mit Si 3 N 4 ~Pulver beschich- 
teten Si0 2 -Grunk6rpers . 

Fig. 2 zeigt eine REM-Auf nahme eines Si0 2 -Formk6rpers mit einer 
20 Si 3 N 4 -Sinterschicht nach Durchf iihrung des erf indungsgemaJien Ver- 
fahrens. Mit Pfei3_ markiert sind Punkte f an denen eine Sinter- 
halsbildung sichtt>ar ist. 

Fig. 3 zeigt das Rontgendif f raktometer-Spektrum (RDA) eines 
25 Si02 Formk6rpers m±t einer Si 3 N 4 -Sinterschicht nach Durchfuhrung 
des erf indungsgemaJien Verfahrens. 

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Beispielen naher be- 
schrieben. 

30 

Beispiel 1: Herstellung eines offenporigen porosen amorphen 
Si02-Grunk6rpers in Tiegelform 

Die Herstellung erfolgte in Anlehnung an das in US-A-2003- 
35 0104920 beschrieberte Verfahren. 



In einem 10 Liter Kunststof fbecher wurden 3 800 g bidest. H 2 0 
vorgelegt . Mit einem kunststof fbeschichteten Propellerruhrer 
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wurden zunachst 712 g Fumed Silica, BET Oberflache 200 m 2 /g / 
erhaltlich unter der Bezeichnung Wacker HDK® bei der Firma Wa- 
cker-Chemie GmbH, Munchen, in 30 min eingeruhrt. AnschlieSend 
wurden portionsweise in 30 min 8188 g Fused Silica, mittlere 
5 TeilchengroSe 15 /zm, erhaltlich unter der Bezeichnung Excelica® 
SE-15 bei der Firma Tokuyama zugegeben und dispergiert. 
Im Anschluss an die vollstandige Dispergierung wurde die Dis- 
persion 10 Minuten einem leichten Unterdruck (0,8 bar) unterzo- 
gen, um eventuelle eingeschlossene Luftblasen zu entfernen. 

10 

Die so hergestellte Dispersion bestand aus 8900 g Feststoff , 
was einem Feststoff gehalt von 70 Gew.% entspricht (davon wie- 
derum 92% Fused Silica und 8% Fumed Silica) . 

15 Die Herstellung des Grunkorpers erfolgte mittels keramischer 
Druckgusstechnik. Dazu wird die Si0 2 -Dispersion von einem Vor- 
lagebehalter- mit einem Druck von 10 bar durch ein Leitungssys- 
tem zwischen zwei offenporige Kunststof fmembranen aus Methyl - 
methacrylat gepresst. Die Membranen weisen eine Porositat von 

20 30 Vol.% und. einen mittleren Porenradius von 20 /an auf . Der Ab- 
stand der beiden Membranen zueinander lasst die Bildung eines 
10 mm dicken Scherbens zu. 

Die beiden Membrane werden mit einem SchlieSdruck von 200 bar 
beauf schlagt . 

25 Durch den Druck, der auf der Dispersion lastet, wird der groSte 
Teil des Wassers der Dispersion in die Membrane gedriickt. Es 
bildet sich der Si0 2 -Scherben. 

Nach Ablauf der Scherbenbildung von 45 min wird der Druck im 
Vorlagebehalter auf 0 bar Uberdruck reduziert. Spezielle in der 
30 Membrane verrlegte Luft- und Wasserleitungen ermoglichen es, den 
gebildeten Formkorper durch die porose Membrane mit Luft oder 
Wasser zur E3ndform\ing zu beauf schlagen. Dabei lost sich der 
Formkorper von der Membrane . 

Zuerst wird der Formkorper von der auSeren Membrane gelost, 
35 dann von derr inneren. 

Der so hergestellte amorphe offenporige porose Formkorper weist 
einen Feststoff gehalt von 89 Gew.% und einem Restwassergehalt 
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von 11 Gew.% auf . Nach einer Trocknung bei 90°C fur 3 Stunden 
ist der Formkorper vollstandig getrocknet. 

5 Beispiel 2: Innenseitige Beschichtung mit Si 3 N 4 -Pulver 

17 2 g Si 3 N 4 -Pulver (der Firma H.C. Stark, D 50 Wert 4 pm) wurden 
in 50 g bidestilliertes Wasser mit Hilfe eines kunststof fbe- 
scliichteten Propellerruhrers dispergiert. Diese Dispersion wur- 
10 de mit Hilfe einer handelstiblichen Lackspriihpistole gleichmafiig 
auf die Tiegelinnenseite aufgespruht, bis sich eine 100pm dicke 
Schicht gebildet hatte. (siehe Fig. 1) Daran schloss sich eine 
einstundige Trocknung bei 90 °C im Trockenschrank an. 

15 Beispiel 3: Bildung der Si 3 N 4 -Sinterschicht mittels C0 2 -Laser 

Der Tiegel wurde mittels eines ABB-Roboters (Typ IRB 2400) im 
Fokus eines C0 2 -Lasers (Typ TLF 3000 Turbo) mit 3 kW Strahl- 
leistung bestrahlt. 

20 

Der Laser war mit einem starren Strahlf uhrungssystem ausgestat- 
tet und alle Freiheitsgrade der Bewegung wurden vom Roboter be- 
re±tgestellt . Neben einem Umlenkspiegel, der die vom Laserreso- 
nator horizontal austretende Strahlung in die Vertikale um- 

25 lenkt, war die Strahlf uhrung mit einer Optik zum Aufweiten des 
Primarstrahls ausgestattet . Der Primarstrahl hatte einen Durch- 
messer von 16 mm. Nachdem der parallele Primarstrahl die Auf- 
we±teoptik passiert hatte, ergab sich ein divergenter Strahlen- 
gang. Der Brennfleck auf dem Tiegel hatte einen Durchmesser von 

30 50 mm bei einem Abstand von ca. 450 mm zwischen Optik und Tie- 
gel. Der Roboter wurde tiber ein auf die Tiegelgeometrie ange- 
passtes Programm gesteuert. Bei rotierendem Tiegel (Winkelge- 
scliwindigkeit 0 / 15°/s) wurde zun&chst der obere Rand des Tie- 
gels vom Laser in einem Winkelbereich von 375° iiberstrichen . 

35 Dann wurde in Form einer Schraube der Rest der Innenflache des 
Tiegels abgefahren. Rotationsgeschwindigkeit und Vorschubge- 
schwindigkeit des Tiegels auf einer Achse vom Tiegelrand zur 
Mitte hin wurden hierbei so beschleunigt, dass die uberstriche- 
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ne Flache pro Zeit konstant war. Die Bestrahlung erfolgte mit 
150 W/cm 2 . 

Im gleichen Verf ahrensschritt wurde neben der Bildung einer 
Si3N4-Sinterschicht auf der Griinkorperober flache auch ein Ansin- 

5 tern des Si02-Formkorpers durch Warmeleitung von der heifien in- 
neren Oberflache in das Innere des Formkorpers erreicht. Nach 
der Laserbestrahlung ist der Tiegel unter Beibehaltung seiner 
ursprunglichen, aufieren Geometrie mit einer 100pm dicken, 
gleichmafiigen, festen Si 3 N4-Sinterschicht f lachendeckend be- 

10 deck-t. (siehe Fig. 2) 
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Patentansprtiche 

1. Verfahren zur Herstellung eines Si3N4 beschichteten Si02~ 
Formkorpers aus einem Si0 2 -Grunkorper, dadurch gekennzeich- 
net, dass auf eine Oberflache des amorphen offenporigen Si02- 
Grtinkorpers ein Prakursor, der zur Bildung einer Si 3 N 4 - 
Sinterschicht geeignet ist, aufgebracht wird und anschlieliend 
im Laserstrahl in situ eine Umwandlung des Prakursors in eine 
Si3N 4 -Sinterschicht erfolgt. 

2. Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es 
sich bei dem Laserstrahl um den Strahl eines C0 2 -Lasers han- 
delt. 

15 3. Verfahren gemafi Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass es sich beim Si0 2 -Formkorper um einen Solartiegel han- 
delt, und der Auftrag des Prakursors einseitig auf die innen- 
seitige Oberflache des Si0 2 -Grunk6rpers erfolgt. 

20 4. Verfahren gemafi einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn- ' 
zeichnet, dass der Prakursor, der zur Bildung einer Si3N 4 - 
Sinterschicht geeignet ist, ausgewahlt ist aus der Gruppe 
Si3N 4 -Pulver, Siliciumpulver , Siliciumoxid-Kohlenstof f- 
Gemische und Polysilazane . 

25 

5. Verfahren gemaB Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Prakursor ein Si 3 N 4 -Pulver ist. 

6. Verfahren gemaii Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das 
30 Si 3 N 4 ~Pulver eine Kornung zwischen lOOnm und 100pm, bevorzugt 

zwischen lOOnm und 50pm und besonders bevorzugt zwischen 
lOOnm und 10pm, besitzt. 

7. Verfahren gemafi Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, 
35 dass das Si3N 4 -Pulver in Form einer Si3N 4 -Pulver-Dispersion 

durch Bespriihen der Oberflache des Si0 2 -Grunk6rpers aufge- 
bracht und anschlieiiend getrocknet wird. 
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8 . Verf ahren gemafi Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Dispersion ein Dispergiermittel ausgewahlt aus der Gruppe Al- 
kohole, Aceton und Wasser umfasst. 

9. Verf ahren nach einem oder mehreren der Ansprtiche 6 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, dass die auf der Oberflache vorliegende 
Si3N 4 -Pulverschicht eine Schichtdicke von 1 bis lOOOpm, be- 
vorzugt von 1 bis 500vim, hat. 

10. Verf ahren nach einem oder mehreren der Ansprtiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Si0 2 -Grunkorper nach dem 
Auftrag des Prakursors von einem Laserstrahl mit einem Brenn- 
f leckdurchmesser von mindestens 2 cm bestrahlt wird. 

11. Verf ahren nach einem oder mehreren der Ansprtiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Laserstrahl eine Strahlungs- 
leistungsdichte von 50W bis 500W pro Quadrat zentimeter, be- 
sonders bevorzugt von 100 bis 200 und ganz besonders bevor- 
zugt von 130 bis 180 W/cm 2 , besitzt. 

12. Verf ahren nach einem oder mehreren der Ansprtiche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Si3N 4 -Sinterschichtbildung 
bei einer Temperatur zwischen 1000°C und 1600 °C, besonders 
bevorzugt zwischen 1100°C und 1200°C, erfolgt. 

13. Verf ahren nach einem oder mehreren der Ansprtiche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Bestrahlung gleichmafiig und 
kontinuierlich erfolgt. 
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